vost napona direktne polarizacije spoja na promene
temperature 1znosi

{1.2:32) Eg:ctf =-2.5 mV/K.
4 $ I, (nA)
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Slika 1.2.9 Temperaturska zavisnot karakteristike
diode. a) struja u funkciji od napona za dve tempe-
rature (T>>T7) i b) inverzna struja zasicenja u
funlkciji od temperatire

Negativni znak desne strane poslednjeg izraza u-
kazuje na Cinjenicu da kada se struja kroz diodu odr-
zava konstantnom, napon opada sa porastom tem-
perature.

Brojne vrednosti za brzine promene inverzne stru-
je zasicenja 1 napona na diodi sa promenom tempe-
rature, koje su ovde navedene, predstavljaju prosecne
vrednosti za germanijumske 1 silicijumske diode. a
1zracunate su za sobnu temperaturu (7=300 K).

Opsti zaklju¢ak je da usled porasta temperature
struja kroz diodu raste. Kaze se da je temperaturski
koeficijent struje diode pozitivan.

1.2.4 Ogranicenja pri radu sa diodom

Pri radu sa diodom na njoj se disipira (trosi)
odredjena snaga. Ona je jednaka proizvodu napona i
struje diode:

(1 2:33) Pd =V-L

Dioda kroz koju protice struja ponasa se kao izvor
toplote. To znaci da. usled oslobadjanja toplote na
diodi, temperatura diode raste. Porast temperature do-
vodi do povecanja struje i, pri konstantnom naponu.
do povecanja disipacije. Dakle moguc¢ je proces
samozagrevanja diode zbog pozitivhog temperatur-
skog koeficijenta struje. Ovaj proces Ce se zaustaviti
na temperaturi na kojoj toplota koja se odaje okolini

postane jednaka novogenerisanoj toploti. Ako sa Tj

oznacimo temperaturu okoline, a sa 7, temperaturu
spoja, moze da se pise
(1.2.34) I —Ty = Ry, By

gde je P4 srednja vrednost snage, a Ry, koeficijent

proporcionalnosti 1 naziva se tenmicka otpornost. Ry,
predstavlja meru priraStaja temperature spoja u od-
nosu na temperaturu okoline za datu disipaciju 1 iz-
razava se u K/W. Ovaj je izraz graficki ilustrovan na
S1. P.1.6a.

Za datu temperaturu okoline (recimo da ce uredjaj

u kome ce se nalaziti dioda raditi na temperaturi 7p=
350 K) pri datoj termickoj otpornosti, postoji maksi-
malna vrednost disipacije pri kojoj se dostize maksi-
malna temperatura spoja:

(1-2-35) | [ L1 i —

Maksimalna temperatura spoja je odredjena u
smislu ranijih razmatranja o temperaturskoj zavisnosti
n;. odnosno na osnovu relacije (A.3.39).

Iz (1.2.35) zakljucujemo da ukoliko je temperatura
okoline (gde ce biti ugradjena dioda) visa. utoliko je
manja maksimalna snaga koja sme da se disipira na
diodi. Stoga se u situacijama kada je potrebna velika
snaga primenjuju posebne mere za odvodjenje toplote
Cline se smanjuje Ry, .

Primer 1.6

Na osnovu (1.2.35) odrediti maksimalnu disipaciju
diode za vrednosti temperature okoline 1 termicke
otpornosti iz Tabele T.P.1.6. Maksimalna temperatura

komponente (spoja) je Tt max=160 °C.

Resenje:
Tabela TP.1.6
I {D C) Ry (K/W) Pa max (\H]
-30 10 19
0 10 16
30 10 13
60 10 10
90 10 7
-30 1000 0.19
0 1000 0.16
30 1000 0.13
60 1000 0.10
90 1000 0.7
‘ Ts ! P d max
b
Ry ™Ry Rin2>R

d max 2

L i

/i a) b)
Slika P.1.6 a) Zavisnost temperature spoja od
disipacije i b) graficko odredjivanje maksimalne

T 1

5 IMax

disipacije za izabranu temperaturu okoline (Ip o) i za

dve vrednosti termicke otpornosti (Ry, 11 Ry, o)
Na Sl. P.1.6 prikazana je zavisnost (1.2.35). koja
je prepisana u obliku: P4 max = (Ts max —70)/ Rth .

za dve vrednosti Ry,. Za jednu izabranu temperaturu
1 5 odredjene su dve vrednosti Py jax Saglasno vred-



